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Abstract (en)
[origin: GB2181889A] A method of fabricating bipolar transistors which comprises the steps of producing on a silicon substrate of one conductivity
type silicon, a collector shunt (22) of cobalt disilicide or of any other material having a good lattice match to silicon and compatible with conventional
silicon integrated circuit processes, subsequently growing epitaxially on to said collector shunt and substrate a layer (18) of opposite type
conductivity silicon and subsequently forming by conventional techniques the base (10) emitter (11) and collector (8, 12) regions of the transistor in
the epitaxially grown layer of silicon.

Abstract (fr)
Procédé de fabrication de transistors bipolaires consistant a produire sur un substrat en silicium d'un type déterminé de conductivité une dérivation
de collecteur (22) en bisiliciure de cobalt ou tout autre matériau présentant une bonne correspondance avec le réseau cristallin du silicium et
compatible avec les procédés conventionnels de production de circuits intégrés en silicium, a provoquer par la suite sur la dérivation du collecteur
et sur le substrat la croissance épitaxiale d'une couche (18) en silicium présentant une conductivité de type opposé et a former ensuite par des
techniques conventionnelles les régions de base (10), d'émetteur (11) et de collecteur (8, 12) du transistor dans la couche de silicium obtenue par
croissance épitaxiale.
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